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層状 2次元磁性体 La5Mo4O16の大型単結晶育成と物性 

 
1. 研究背景 

La5Mo4O16 では、磁性をもつ MoO6 の八面体が

ab 面上に正方格子を組み、その面間を Mo2O10の

非磁性クラスターが繋いでいる。スピンをもって

いる面同士が十分に離れているので 2 次元磁性体

とみなすことができる。 

これまで、La5Mo4O16 は溶融塩電解法で単結晶

作製されていた[1]が、サイズが非常に小さかった

ため種々の物性測定は困難であった。本研究では、

封管法によって作製された多結晶 La5Mo4O16[2]を

用いて、Floating Zone法により大きな単結晶を育

成することを目的とした。 

2. 実験方法 

多結晶La5Mo4O16は原料La2MoO6,MoO3を化学

量論比で混合して、棒状に成形した。還元剤 Mo

も同様に棒状に成形して、共に石英管に真空封入

し、1250℃で焼結し作製した。それを用いて

Floating Zone法により Ar雰囲気下、3mm/hの成

長速度で単結晶を育成した。結晶成長後の試料を

砕いて単結晶を摘出した。そして、背面ラウエ法

により単結晶であることを確かめた(Fig.1)。 

3. 実験結果及び考察 

作製した単結晶 La5Mo4O16の磁化の温度依存性

を Fig.2に示す。磁場 H=5Tで 300Kから 5Kまで

温度を下げながら測定した後、磁場を H=0.1T に

して、300Kまで温度を上げながら測定を行った。

H=0.1Tで昇温中に、3つほど磁化のステップが存

在することがわかった。また、200K 付近で反強磁

性転移を示唆するシャープなカスプが見られた。 

5Tで磁場中冷却し、磁場をゼロにした後の磁化

の緩和測定を Fig.3に示す。溶融塩電解法で作製し

た単結晶では磁化の緩和が観測されたが、Floating 

Zone法で育成した単結晶では緩和が観測されなか

った。 

ab 面方向と c 軸方向での電気抵抗率の温度依存

性を Fig.4に示す。電気抵抗率は絶縁体的な振る舞

いを示し、100K付近で異常が見られることがわか

った。このような異常は溶融塩電解法で作製され

た試料では観測されていない。 
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Fig.1 ラウエパターン 

   (左図は表、右図は裏)  
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Fig.2 単結晶 La5Mo4O16の磁化の温度依存性 
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Fig.3 単結晶 La5Mo4O16の磁化の緩和測定 
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Fig.4 単結晶 La5Mo4O16 の電気抵抗率の温度依

存性           

 


